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Проведены измерения мощности, передаваемой ионным потоком из плазмы низкого давления (10-4(10-3 Торр) на ВЧ-электрод. Эксперименты проведены в реакторе с раздельным управлением концентрацией плазмы и энергией ионов, падающих на ВЧ-электрод. Генератором плазмы является индукционный ВЧ-разряд (частота 40.68 МГц) в магнитном поле (конфигурация пробкотрона). Плазма через конус потерь инжектируется в цилиндрический реактор, в котором между электродом и металлическими стенками приложено ВЧ-поле с частотой 13.56 МГц. Мощность, вкладываемая в индукционный разряд, определяет концентрацию плазмы. Энергия ионов, ускоряющихся в приэлектродном слое и бомбардирующих электрод, зависит от мощности, вкладываемый в емкостный разряд и может изменяться в диапазоне 20(300 эВ. Концентрация плазмы вблизи электрода может изменяться в диапазоне 1010(1011 см-3.

Монокристалл кремния толщиной 0.5 мм и площадью от 2х2 см2  до 4х4 см2 лежит на плоском охлаждаемом ВЧ-электроде диаметром 15 см. Монокристалл выполняет роль сканирующего калориметра для измерения теплового потока из плазмы. Нестационарная температура T(t) кристалла после зажигания разряда измеряется методом лазерной интерференционной термометрии. Полученная зависимость дифференцируется, затем строится температурная зависимость мощности P(dT/dt, нагревающей кристалл. После выключения разряда регистрируется T(t) и строится температурная зависимость мощности, теряемой кристаллом. Получены зависимости мощности, передаваемой на поверхность, от мощности, вкладываемой в разряд. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что энергия, передаваемая ионом в единичном столкновении с поверхностью, не зависит от температуры поверхности. Проведены оценки коэффициентов аккомодации энергии, передаваемой при столкновении иона O
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 с поверхностью кремния и вольфрама. При распылении пленки вольфрама, нанесенной на поверхность монокристалла кремния, наблюдалось увеличение теплового потока на поверхность вследствие большего коэффициента аккомодации при столкновении иона кислорода с кремнием по сравнению с коэффициентом аккомодации на вольфраме. Это обусловлено малым различием масс атомов кислорода и кремния и существенным различием масс атомов кислорода и вольфрама. 

В качестве калориметров использовались также монокристаллы кремния с нанесенными на них пленками диоксида и нитрида кремния. Плотность мощности, передаваемой ионами на поверхность кремния, а также пленок SiO2 и Si3N4, практически одинакова. Коэффициент аккомодации энергии ионов кислорода (O
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)  на поверхностях Si, Si3N4 и SiO2 одинаков и составляет приблизительно 0,5. Близость коэффициентов аккомодации на этих поверхностях обусловлена, видимо, не слишком значительными отличиями масс атомов, находящихся на поверхности. 
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